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[ 要  旨 ] 
近年､結晶中の欠陥の減少､リーク特性の改善､ラッチアップ耐量の向上などを図るため Epi

基板が用いられる様になってきた。今回､Epi 基板と CZ 基板との ESD 特性を比較調査すること

により､Epi 厚が薄い基板は､放電抵抗 (保護抵抗 )を挿入すると微少リーク電流が発生し､ESD が弱

くなることがわかった｡この微少リークの発生原因は､基板の低抵抗化および放電抵抗挿入により､

ESD 保護回路の動作が遅延して､pn 接合に過剰ストレスがかかった為である。  

 
1.はじめに  

 
半導体デバイスの微細化、高密度化、シャロー

化が加速し、性能は飛躍的に向上してきているが、

ＥＳＤ (Electro Static Discharge)に対してはむ

しろ弱くなってきている [1][2]。また､保護回路は

外部から侵入するＥＳＤサージを速やかに吸収

し内部回路の破壊を防ぐことが目的であるが、最

近のプロセスは保護回路自体のＥＳＤ耐圧低下

が指摘されてきている [3][4][5][6]。例えば、保護

回路にＬＤＤトランジスタを用いるとゲート・

ドレインのオーバーラップ領域でリーク電流が

発生し易くなったり、配線の微細化、コンタクト

サイズの縮小化によって、pn 接合よりもＡｌ -Ｓ
ｉ界面で放電エネルギー損失が大きくなり、熱破

壊が発生し易くなった指摘もある [7][8]。また、

ゲート・ソース・ドレインのシリサイド化によ

るシート抵抗の低下は､トランジスタの性能向上

に反比例してＥＳＤ耐圧の低下をもたらす傾向

にある [9]｡  
最近では、結晶中の細微な欠陥も無視できなく

なり、エピタキシャル (以下 Epi)基板が用いられ

る様になってきた。Epi 化によって回路のリーク

特性は大幅に改善され、ラッチアップ耐量の向上、

マイクロラフネス低減による酸化膜質の向上､メ

モリのリフレッシュ特性の向上などの効果があ

るが [10]、ＥＳＤ耐量はどうであろうか。本報告

では Epi 基板とＣＺ (Czochralski method)基板

のＥＳＤ特性を比較して、破壊にいたる動作メカ

ニズムの解明と問題点､更に最適な保護回路構造

について検討を行った。  

図1 Epi基板 保護回路の断面略図
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